TRANZYSTORY n-p-n 14-74/2
% BF180, BF181, BF200

<
SWW 1156-214
Tranzystory krzemowe planarne malej mocy bardzo wiel- TRANZYSTOR BFI180
kiej czestotliwoS$ei.
Tranzystor BF180 jest przeznaczony do stosowania w re- Parametry statyczne
gulacyjnych stopniach wzmacniaczy UHF w glowicach
telewizyjnych.

przy tamp = 298K

(25°C) min. typ.  maks.
Prad zerowy ’

kolektor-baza

przy Ucsy =20V Icmo — 10 100 nA
Napiecie przebicia

kolektor-baza

przy Ic= 10 p.A U(BR)CB[J 30 - — —_ v
Napiecie przebicia

kolektor-emiter

przy Ic = 2mA Usryceo 20 — —_ A\
Napiecie przebicia

emiter-baza

przy I = 10 pA Usryeno 3 — — \'4
Wspbtczynnik wzmoc-

nienia pragdowego

przy Ic =2 mA,

Tranzystor BF181 jest przeznaczony do stosowania w za-
kresie UHF w stopniach mieszacza i oscylatora w glowi-
cach telewizyjnych.

Tranzystor BF200 jest przeznaczony do stosowania w re-
gulacyjnych stopniach wzmacniaczy VHF w glowicach
telewizyjnych.

min 127 432
533

$0,407
0,508

Ucg =10V haE 15 45 — —_
przy Ic = 12mA, .
Uce =17V heie 6 —_ - -
Tranzystor w obudowie metalowej TO72(CE25) Napigcie state miedzy

bazg a emiterem
przy Ic = 2mA,
UCE =10V UBE -—_ 0,75 —_ v

DANE TECHNICZNE Parametry dynamiczne

Wartosci dopuszczalne parametréw eksploatacyjnych PIZY temp = 208K

Napiecie kolektor-baza Ucmy 30 v (25°C) min, _typ. _ maks.
Napiecie kolektor- Czestotliwo$¢ gra-
-emiter Ucko 20 v niczna
Napiecie emiter-baza  Ugso 3 v przy Ic = 2mA,
Prad kolektora Ic 20 mA ) Uce =10V,
Moc calkowita f =100 MHz fr 500 © 650 850 MHz
przy temp = 298K Pojemno§é sprzeZenia
(25°C) Ptot 150 mW zwrotnego
przy tegse = 298 K przy Ic = 1 mA,
(25°C) Ptot 315 mW Uce =10V,
Temperatura ztgcza ty 448 K f=1MHz Cises — 025 04 pF
a5 °QC)

Stala czasowa sprze-

Zakres temperatury * senia zwrotnego

skladowania tstg ' 218...448 K przy Ic = 2mA
(—55..+175 °C) Uee =10V,
' § =50 MHz rpp’Ce — — . 4 ps

Parametry termiczne

Wspbétezynnik szumoéw
przy Ic = 2mA,
Rezystancja termiczna Ucg=10V,
zlgcze-otoczenie Ring-op <1000 K/W Ry =509,
zlgcze-obudowa Ring-op <400 K/W f = 800 MHz F — 5 7 dB
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Wzmocnienie maksy-
malne mocy
przy Ic = 2mA,
UCE = 10 V,
f = 800 MHz
Zakres regulacji
wzmocnienia mocy
przy Ic = 4.8 mA,
UCE =10 V,
f =500 MHz
Konduktancja wejs-
ciowa
przy Ic = 2mA,

Ucg =10V
f = 470 MHz
f = 800 MHz

Susceptancja wejs-
ciowa
przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f =470 MHz
f = 800 MHz

Admitancja przeno-
szenia wstecz
przy Ic = 2mA,

Ucz =10V
f =470 MHz
f =800 MHz

Faza admitancji prze-
noszenia wstecz
przy Ic = 2maA,

UCE =10V
f = 470 MHz
f =800 MHz

Admitancja przeno-
szenia w przod
przy Ic = 2mA,

UCE = 10 v
f = 470 MHz
f = 800 MHz

Faza admitancji prze-
noszenia w przéd
przy Ic = 2mA,

Ucg=10V
f = 4710 MHz
f = 800 MHz

Konduktancja wyj$-
ciowa
przy Ic = 2maA,

UCE =10V
f =470 MHz
§f = 800 MHz

Susceptancja wyjs-
ciowa
przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f = 470 MHz
f = 800 MHz
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TRANZYSTOR BF181

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K
(25°C)

Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucgo =20V

Icpo

min.

12

40

32
17

30
24

420
750

260
260

40
28

85
50

500
800

typ.

10

maks.

100

dB

dB

mS
mS

mS
mS

usS

mS
mS

uS
usS

mS
mS

nA

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10puA

Napigcie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic=2mA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ig = 10pA
Wspblczynnik wzmoce-
nienia pradowego
przy Ic =2 mA,
UCE =10V

Napiecie stale miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2mA,
UCE =10V

Parametry dynamiczne

przy temp = 298K
(25°C)
Czestotliwo§é gra-
niczna )
przy Ic = 2mA,
UCE =10 V,
f =100 MHz
Pojemno$é sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 1mA,
UCE = 10 V,
f=1MHz
Stala czasowa sprze-
zenia zwrotnego
przy Ic = 2mA,
UCE =10 V,
f =50 MHz
Konduktancja wej$-
ciowa
przy Ic = 2mA,-
UCE = 10 V
= 470 MHz
f = 800 MHz
Susceptancja wejs-
ciowa
przy Ic = 2maA,

Ucg=10V
f =470 MHz
f = 800 MHz

Admitancja przeno-
szenia wstecz
przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f = 470 MHz
f = 800 MHz

Faza admitancji prze-
noszenia wstecz
przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f = 470 MHz
§ = 800 MHz

Admitancja przeno-
szenia w przéd
przy Ic = 2mA,

UCE =10V
f = 470 MHz
f = 800 MHz
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0,3
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Faza admitancji prze-

noszenia w przod
przy Ic =2 mA,

Napiecie stale miedzy

bazg a emiterem
przy Ic = 2maA,

14-74/2

UCE =10V UCE =10V UBE -_— 0,8 — v
f =470 MHz @b — 80 — ©
§ = 800 MHz Fa1p — 40 —_ o
Konduktancja wyjs- Parametry dynamiczne
ciowa
przy Ic = 2maA, przy tamp = 298 K
Ucg=10V (25°C) min. typ. maks.
f = 470 MHz Goab — 500 — uS Czestotliwosé gra- -
f = 800 MHz Gogb — 1000 — uS niezna -
Susceptancja wyjs- przy Ic = 3mA,
ciowa Ucz =107V,
przy Ic = 2mA, f =100 MHz fr 400 500 850 MHz
Ueg=10V Pojemno$é sprzezenia
f == 470 MHz Dasb — 3 — mS zwrotnego
f = 800 MHz Dasb — 5 — mS przy Ic = 1maA,
Uc;_; = 10 V,
TRANZYSTOR BF200 f=1MHz —Cizes — 0,3 0,4 pF
Wspbliczynnik szumow
Parametry statyczne przy Ic = 2mA,
przy tamps = 298 K Ucg=10V,
(25°C) min. _typ. __ maks. Rg = 1002,
Prad zerowy f = 200 MHz F — 3 5 dB
kolektor-baza Maksymalne wzmoc-
przy Ucsp =20V Icno — 10 100 nA nienie mocy
Napiecie przebicia przy Ic = 2 mA,
kolektor-baza Uce=10V,
przy Ic = 10pA Ugsrcss 30 — — A% f =200 MHz Gpomw — 22 — dB
Kolektor-emiter Zakres regulacji
przy Ic =2mA Urycr 20 — — v wzmocnienia mocy
Emiter-baza przy Ic = 2 mA,
przy Ig= 10 }J«A U(BR)EBO 3 _ — v UCE =10 V,
Wsp6tezynnik wzmoc- f= 200 MHz AGpp — 4 — dB
nienia pradowego Stata czasowa sprze-
przy Ic = 3maA, zenia zwrotnego
Ucg =10V Rtk 15— - - przy Ic = 2mA,
przy Ic =12mA, Uceg=10V,
Uce="1V ha1e 6 — - - f = 50 MHz 1’Cc — = — 6 ps
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Zaleznosé temperaturowa mocy strat Peot = F (£) Charakterystyka wyjéciowa Ic = f (Ucg)
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Charakterystyka przej§ciowa Ic = f (Ugg) Zalezno$§é statycznego wspélezynnika wzmocnienia
’ pradowego (warto$ci wzgledne) od pradu kolektora
ho1emormy = f (Ic)
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Zalezno§é czestotliwosci granicznej od pradu kolek- Zalezno§é pojemno$ci sprzezenia zwrotnego od na-

tora fr = f (I¢) piecia Cyoes = f (Uck)
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2 rgr g0
BF 181
BF 200 Gtk
0
Tl
Goopt
[m$]
Ug[ =10
3 I = 2mA o
, tamp=25°C
! £
f\/ag]
] 5
4 4
A 3
o !
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Zalezno§¢ wspoédlczynnika szumoéw i optymalnej kon-
duktancji zrodia od czestotliwo$ci F; Gsopt = f (f)

BF 180
G| BF 181
BF 200

v
Ir =2mA I
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N W AOD

7 00 IMHz] 1090

Zalezno$é admitancji wejSciowej od czestotliwo$ci
g11v; buw; Cup = 7§ (f)

Zalezno§é zmian wzmocnienia mocy od pradu ko-
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"lektora. Charakterystyka regulacyjna AGp = f¢)
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Zalezno$§¢ admitancji przejSciowej wstecz od czesto-

100 [MHz] 1000

tliwosci |Y12bl; P13p = f (f)

14 Elementy polprzewodnikowe
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200 70 Zalezno$¢ admitancji przejéciowej w przdéd od cze-
g/m stotliwosci [Yappl; @an = £ (f)
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Zalezno§é admitancji wyjSciowej od czestotliwosci » 01
goab; —Casp = £ () Y . 00 f/MHz] 000
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NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
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ul. Komarowa 5

02-675 Warszawa

Telefon: 431431

Teleks: 813219
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00-695 Warszawa
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